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1

Inventia se referd la electrotehnicd, in particular

la instalatii pentru obtinerea straturilor conductoare.

Instalatia pentru obtinerea straturilor conduc-
toare include o sursi de inaltd tensiune, o camera,
umplutd cu gaz inert, in care sunt amplasate de-a
lungul aceleiasi axe, vizavi, o masd-anod s§i un
catod, de asemenea un substrat, fixat pe masa-anod.

2

Noutatea inventiei constd in aceea cd substratul este
fixat pe masd asimetric fatd de axa comund. Catodul
este montat cu posibilitatea schimbdrii distantei
dintre el si masa-anod.

Revendicdri: 2

Figuri: 3
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Descriere:

Inventia se referd la electrotehnicd, in particular la instalatii pentru obtinerea straturilor con-
ductoare.

Este cunoscut dispozitivul de depunere magnetronica a straturilor electroconductoare, care
constd dintr-o tintd—catod din material metalic sau semiconductor, pulverizat de ionii grei ai gazului
inert Ar" pe substrat, formind o peliculd compacti [1].

Dezavantajul dispozitivului constd in imposibilitatea de obtinere a straturilor de grosime
variabild.

Mai este cunoscuta o instalatie pentru obtinerea straturilor conductoare, care include o sursd de
inaltd tensiune, o camerd, umplutd cu gaz inert, in care sunt amplasate, de-a lungul aceleiasi axe,
vizavi, 0 maséd-anod si un catod, de asemenea un substrat, fixat pe masa-anod [2].

Dezavantajul acestei instalatii constd in imposibilitatea asigurdrii unei compozitii omogene si
grosime variabild a straturilor obtinute din cauza unei durate mari a procesului de depunere
consecutive a straturilor pe diferite substraturi.

Problema pe care o rezolva prezenta inventie constd in obtinerea straturilor cu o compozitie
omogend si o grosime variabild pe suprafata substratului.

Inventia inldturd dezavantajele mentionate mai sus prin aceea c¢d include o sursd de inaltd
tensiune, o camerd, umplutd cu gaz inert, in care sunt amplasate, de-a lungul aceleiasi axe, vizavi, o
masd-anod §i un catod, de asemenea un substrat, fixat pe masa-anod. Substratul este fixat pe masi
asimetric fata de axa comuna.

Catodul este montat cu posibilitatea schimbarii distantei dintre el si masa-anod.

Rezultatul constd in obtinerea straturilor cu o compozitie omogena si o grosime variabila.

Inventia se explica prin desenele din fig. 1...3, care reprezinta:

— fig. 1, schema instalatiei;

— fig. 2, schema straturilor obtinute;

— fig. 3, rezultatele masurdrilor grosimii §i compozitiei straturilor obtinute.

Instalatia este formatd din camera 1 de depunere magnetronicd, de exemplu ,,Leibold Z400” cu
o presiune a argonului egald cu 2-10° mbar, o masi-anod 2, pe care este amplasat substratul 3,
lungimea cdruia este egald cu diametrul tintei-catod 4. Substratul 3 este amplasat in directia
diametrului tintei-catod 4, asimetric relativ axei ultimei, vezi fig. 1

Instalatia functioneazi in modul urmitor. Intre tinta-catod 4 si masa-anod 2 este aplicati o
tensiune inaltd (600-2000 V) de la o sursd de tensiune inaltd 5. Variind unghiul de aperturd 6 prin
schimbarea distantei 7 de la substrat 3 pana la tinta-catod 4, se poate regula varierea grosimii
stratului depus pe substrat, (d/x) in limite largi: de la 0,1 nm/cm a lungimii substratului la majorarea
distantei 7 egald cu 15 cm, pand la 1 nm/cm a lungimii substratului la distanta 7 egald cu 2 cm.

Concomitent este atinsd si o identitate strictd la fiecare ciclu de depunere.

in urma exploatrii instalatiei, s-a obtinut un strat de nichel cu o grosime variabili (dy= 35— 15
nm) pe suprafata unui strat uniform de niobiu (dy, = 5 nm). Sectiunea schematicd a probei obtinute
de substrat este demonstratd in fig. 2, iar rezultatele masurdrii precise sunt demonstrate in fig. 3.

Parametrii de lucru: presiunea argonului in camera 1 este P, = 2.10” mbar, temperatura
substratului de siliciu - T; < 50°C, lungimea substratului - x = 7,5 cm, diametrul tintei-catod - 7,5
cm, valoarea tensiunii inalte - U = 800 V, viteza de depunere a nichelului - Vy; = 0,4 nm/s, distanta
7 intre tintd si substrat - 3 cm.

Dupd cum reiese din fig. 3, instalatia asigurd obtinerea unui strat cu grosime variabild, cu o
schimbare a grosimii pe lungimea substratului (d/x) = 0,8 nm/cm.
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(57) Revendiciri:
1. Instalatie pentru obtinerea straturilor conductoare, care include o sursd de inalta ten-
siune, o camerd, umplutd cu gaz inert, in care sunt amplasate, de-a lungul aceleiasi axe, vizavi, o
masd-anod si un catod, de asemenea un substrat, fixat pe masa-anod, caracterizata prin aceea ci
substratul este fixat pe masi asimetric fatd de axa comund.
2. Instalatie pentru obtinerea straturilor conductoare conform revendicarii 1, caracterizata
prin aceea ci catodul este montat cu posibilitatea schimbdrii distantei dintre el §i masa-anod.
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